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Abstract

分别从软件模拟和晶体生长实验两方面对衬底表面的温度分布进行研究，进而达到控制AlN蒸气在
衬底表面过饱和度的目的。理论上，结合异质形核理论（图1 (a)-(c)），采用Comsol模拟软件对
坩埚结构的温度分布进行模拟仿真(图1(d))，模拟结果表明：复合型衬底可以显著的改变衬底表面
的温度分布，进而改变衬底表面AlN气氛的过饱和度，实现对晶体生长驱动力[1]的控制；实验
上，采用PVT法AlN晶体的生长实验验证了软件模拟结果。采用复合型衬底生长AlN晶体时，通过
对衬底表面的温度分布调控，如图1 (c)-(g)所示，可有效的控制晶体生长驱动力，进而实现形核位
置和形核数量的控制[2，3]，经过6~10 h AlN晶体生长后，可获得较大直径的AlN单晶，拉曼光谱
和XRD双晶摇摆曲线测试[4]结果表明，晶体具有很好的结晶性能。
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Figure 1Figure 1: 图1 (a)设计的衬底形貌；(b)与(a)对应的衬底处温场；(c)气氛在衬底表面的传输；(d)
Comsol温场仿真；(e)-(g) 三种衬底表面的温度分布
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